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【結果・考察】 
基板結晶として 9 種類の多環芳香族炭化水素(PAH)ドナー分子とアクセプター分子 TCNQ から

なる CT 錯体の単結晶を用いた。 
 

 
 

図 3 基板結晶として用いた多環芳香族炭化水素（PAH）ドナー分子 
 

上記のドナー分子はいずれも TTF よりも弱い電子供与性を持ち、TCNQ との CT 錯体は交互積

層型の結晶構造をとる。これら 9 種類の(PAH)-TCNQ 群に対し常温･常圧下で数日間 TTF 蒸気を

接触させたところ、いずれの結晶表面においても TTF-TCNQ 薄膜が形成した。結晶表面の面抵

抗値を測定したところ、最も弱いドナー分子を用いた Biphenyl-TCNQ では 500 Ω/sq, 最も強い

ドナー分子を用いた Tetracene-TCNQ では 13 kΩ/sq と異なる値を示した。そこで、(PAH)-TCNQ
群の CT エネルギーと TTF 接触後の抵抗値の関係を調べたところ、図 4 のようになり、基板結晶

中の相互作用が小さくなるに従って、界面がより低抵抗化する傾向があることがわかった。 
面抵抗値の違いの要因を調べるため、AFM により詳細に結晶表面の状態を観察した。最も抵抗

値が低い値を示した Biphenyl-TCNQ 基板上では高さ 10 nm の凹凸の細い TTF-TCNQ 結晶が高

密度で成長していた。(図 5:左) 一方、高い抵抗値を示した Tetracene-TCNQ 基板上では高さ 100 
nm ほどの大きな TTF-TCNQ 結晶が低密度で成長していることが明らかとなった。(図 5:右) こ

のことから、接触法による TTF-TCNQ 薄膜の形成においては、基板結晶中に含まれるドナー分

子の電子供与性の強さが薄膜形成の成長挙動に影響を与えることが示唆された。本公演では、そ

のメカニズムに関して詳細に議論する予定である。 
 

 
 
 

図 4 PAH-TCNQのCTエネルギー

に対する TTF 接触界面の抵抗値 
図 5 左:Biphenyl-TCNQ、 中央:Pyrene-TCNQ、

右:Tetracene-TCNQ 表面に形成した TTF-TCNQ
薄膜の形状図とその断面プロファイル 
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